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Die grundsiitzliche Aufteilung der Phasenfelder des Drei- 
s~offsystems: 5~o-Si-B wird in einem Schnitt  bei 1600~ ge- 
geben. Es t r i t t  eine tern~tre M%(Si, B)a-Phase mit  T 2-S~ruktur 
auf, welche mit  Mo-MK, M%Si, MoaSia-T l -Typ,  hI%B und MoB 
im Gleichgewicht steht.  Es existiert  auch die isotype Kristal l -  
ar t  im Dreistoffsystem: W-Si-B, Die Existenz eines borreiehen 
Silieoborids wird wahrscheinlich gemacht,  Silizium n immt  etwas 
Bor in fester LSsung auk'. Zwisehen VSi e uad  TaSi  2 bes teht  
eine l(iekenlose Misehreihe. 

Neben  hochschmelzenden Sil iziden der  (~bergangsmetalIe  wurden  in 
neuerer  Zei t  auch  Bor ide  mi t  ~hnlichen Eigenschaf ten  hergesteI |~ und  
deren Aufb~u erforscht ;  d ie  meis~en s t rukturchemische,  n A r b e i t e n  auf  
dem Gebie t  de r  Meta l lbor ide  s t a m m e u  yon  R. Kiessting z. I ra  Z u s a m m e n -  
hang  mi t  dem Auf t r e t en  te rn~rer  Phasen  2 im Bereich der  M.etaIlsitizide 
bei  40 At. .-% Si in Gegenwar t  ger inger  Mengen an  k le inen  Meta l lo iden  
begannen wir  auch die Rol le  des Bors zu st, ud ie ren  s. Mit  g i i c k s i c h t  auf  
die Bedeu tung  solcher Mater ia l ien  als hochwarmfes te  Cermet s  einer- 
seits - -  ein besonderer  Zunderschutz  soll bei  borh~l t igen Si l iz ideu durch  

1 Vgl. R. Kiessling, in Fortschr.  chem. Forsch. 3, 41 (1954). 
2 R. KieJ/e~', F. Benesovsky und B. Lux, Planseeber. Pulvermet, alturgie 4, 

30 (1956). 
H. Nowotny, B. Lux  und H. Kudielka, Mh. Chem. 87, 447 (1956). 
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die  ]~i]dung yon  Bors i l ika ten  gegeb tn  sein 4 - -  und  im KinbHck auf  die  
k r i s t a l l t h e m i s t h e n  Beziehungen  zwischen Si fz id6n und  Bor iden  ander-  
sei ts  so l l t t  daher  der  g runds~tz l i the  Aufbau  t i n t s  Metal l -Si l iz ium-Bor-  
Sys tems  e rmi t t e l t  werden.  I n  ~hnlicher Weise  wurden  bere i ts  zahlreiche 
K o m b i n a t i o n e n  d t r  Ubergangsmeta l l e  der  4 a-, 5 a- und  6 a - G r u p p e  
(Metall-Si-C~, ~, Metull-Si-BI e, iKetall-Si-O 6) s tud ier t .  Gegen Abs th lu~  
dieser U n t e r s u t h u n g  gelangte  uns eine Arbe i t  yon  J .  A .  Stavrolalcis, 

H .  N .  Barr  und  H .  H .  Rice  7 fiber Bor id-Cermets  zur Kenntn i s ,  die un te r  
anderem die K o m b i n a t i o n  Mangan-Si l i z ium-Bor  auf ihr  V t r h a l t e n  h in -  
s icht l ich yon  W a r m -  und  Zunder fes t igke i t  prfif ten.  

H e r s t t l l u n g  d e r  L e g i e r u n g e n  

Es wurdcn fiir Molybd~in, Wolfram und Sitizium die gleichen Ausgangs- 
mater ial ien wie in frOheren Untersuchungen 3 eingesetzt. Fi i r  einen Teil 
der Proben benutz ten  wir Degussa-Bor (,--~ 83~' o B), fiir den Rest  Bor (95,2% B) 
der  :Fa. Norton. 

Nach Einwaage der Pulver  in entsprechenden Verh~iltnissen und griind- 
lieher Mischung wurden Pre•linge hergestellt,  welehe bei 1200 ~ C in Wasser- 
stoffatmosphgre s 1 Std. gesintert  wurden. Von den auf diese Weise ge- 
wonnenen Sinterproben wurde jeweils ein Tell (etwa 1/2 ecru) im Kroll-Lieht-  
bogenofen unter  Argon niedergesehmo!zen. Das Tempern der geschmolzenen 
Legierungen gesehah auf einer Uuterlage, die aus der gesinterten Legierung 
gleicher Zusammensetzung bestand (Wolfram-Rohr-Kurzschlul~ofen, 12 Stdn., 
1600 ~ C, ArgonatmosphiireS). Die Untersuchung der Legierungen erfolgte 
in erster Linie r5ntgenographisch; daneben wurden orientierende Sehmelz- 
punktsmessungen, Diehtebest immungen urtd Geffigebeobaehtungeu ausge- 
ftihrt. 

D i e  l ~ a n d s y s t e m e  

Molybdi~n-Sil izium 9 und Molybdi~n:Bor 1~ sind rech t  e ingehend uuter-  
such t  und  bere i ts  mehr fach  b e s t h r i t b e n  worden n.  Dagegen  sind fiber 
das  P a a r  Si l iz ium-Bor  nu r  wenig Angaben  zu l inden.  J . A .  Stavrolalcis, 

O. E .  Accountius,  H.  H.  Sisler, T.  S. Shevlin und  G. A .  Bole, J. Amer.  
Ceram. Soc. 37; 173 (1954). - -  H . M .  Greenhouse, R .2 ' .  Stoops und T . S .  
Shevlin, ebenda 87, 203 (1954). 

H.  Nowotny,  E.  Parthd, R.  Kie]]er uud F .  Benesovsky, Mh. Chem: 8~, 
255 (1954). 

6 L.  Brewer und O. Krilcorian, AEC. UCRL 2544 Univ. of California 
(1954). 

7 j .  A .  Stavrolalcis, H . N .  Barr und H . H .  Rice, Bull. Amer. Ceram. 
Soc. 35, 47 (1956). 

s B.  L u x ,  Planseeber. l~ulvermetallurgie 4, 7 (1956). 
9 R.  Kie]]er uud E.  Cerwenka, Z. Metallkunde 43, 101 (1952). - -  J .  L.  Ham,  

Trans. Amer.  Soe. Mech. Eng. 73, 723 (1951). 
lo R.  Steinitz, 1. Binder trod D. Moslcowitz, J. Metals 4, 982 (1952). 
~1 g .  Kie]]er ~md P.  Schwarzkopf, Hartstoffe und I-Iartmetalle. W'ien: 

Springer-Verlag. 1953. 
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H. N.  Barr und  H. H. Rice 8 erhiel~en kompakge PreBlinge ~us Sflizium 

(99,8% Si) und  Bet  (97,6% B), die bei 1400~C in  I-[eliumatmosphiire 
gesintert  wurden. ~ i t  Sieherheit wird in  solehen KSrpern  immer  n u t  

Silizium naehgewiesen;  diese Beobaeh~ung tr iff t  aueh ffir handelsfibliehes 
Silicoborid zu. Da schon frfiher bis 1725 ~ C keine Bi ldung yon  Silicoboriden 
gefunden werden konnte  12, verliefen die Versuehe der genanngen Verfasser, 
ein Silieoborid bei 1400~ herzustellen, naturgem/*B ebenfMls negativ.  
Trot.zdem lieB sieh du tch  Gefiigeungersuehungen an  ges in te r ten  sowie 
heiBgepreBten (1500 ~ C) Proben  neben  Silizium trod Bor noah eine dri~te 
Phase naehweisen. Indessen wird angenommen,  dab es sieh bei dieser 
u n b e k a n n t e n  Phase eher um ein Oxyd handel t ,  welches de mna e h  auf 

Tabellel. Bezeichnung und Zusammensetzung der untersuehten 
Me- S i - B - P r o b e n  

Nr. 

1 
2 
3 
4 
4a 
5 
6 
7 
8 

10 
11 
14 
15 
16 
17 
18 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
31 
32 
33 
34 
35 
37 

Mo 

80 
70 
62 
55,7 
45 
33,3 
25 
25 
40 
64,3 
70,0 
57,5 
45,2 
32,5 
32 
37,2 
59,6 
53,3 
50,2 
47 
44 
40,8 

10 
10 

si 

10 
I0 
10 
10 
10 
10,0 
10 
25 
20 
21,4 
20,0 
35,0 
35,6 
35,0 
50 
55,0 
5,0 

15,0 
20,0 
25 
3O 
35,0 
95 
90 
85 
80 
85 
80 

Nr. 
3~o i' Si 

in At. % in At. % 

10 
20 
28 
34,3 
45 
56,7 
65 
50 
40 
14,3 
10,0 
7,5 

19,2 
32,5 
18 

7,8 
35,4 
31,7 
29,8 
28 
26 
24,2 

5 
10 
15 
20 

5 
10 

38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
6O 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 

10 
10 
15 
20 
20 
60 
53 
47 
40 
40 
48,5 
62,5 
65 
55 
55 
60 
57 
45 
43 
38 
6O 
57 
72,5 
57,0 
60 
75 
62,5 
66 

25 
75 
60 
35 
15 

5 
15 
48,5 
18,75 
7 

15 
20 
20 
25 
4O 
35 
35 

6 
10 
5,5 

]5,0 
22 
15 
25,0 
24 

12 L. Brewer, D. L. Sawyer, D. H. Templeton und C. H. Dauben, J. 
Ceram. See. 34, 173 (1951). 

65 
15 
25 
45 
65 
40 
47 
53 
55 
45 

3;0 
18,75 
28,0 
30 
25 
20 
18 
15 
22 
27 
34 
33 
22,0 
27,5 
18 
10 
12,5 
10 

Amer. 
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die Verunreinigung des Bors zuriickginge. Dagegen fiihrt C . F .  Powel l  1~ 

ein Silicoborid unbekannter  Zusammensetzung an, das als ~qiederschlag 
bus  der Dampfphase boi Vereinigung yon SiCI4 und BCla gewonnen wird. 
Dieses Silicoborid Ms SiB~ bezeichnet, weist mit  2750 :~ 70 (Knoop, 
100 g) eine betr~chtliche t t~r te  auf. 

D e r  S c h n i t t  d u r c h  d a s  D r e i s t o f f s y s t e m  M o - S i - B  be i  1600~ 

Die Lage der yon uns untersuchten Legierungen geht aus Tabelle 1 
hervor. Die Proben Nr. 15, 26, 52, 53, 54 und 56 wurden sowohl im 

Ao Moj~/ ,+ioS~/zU Mo3"~7 

Abb. 1. Auftei lung der Phasenfelder lm System 1~[o-S i - :B  (1000 ~ C) 

gesinterten wie auch im geschmolzenen und anschlieflend getemper- 
ten Zus~ande rSntgenographiert. I m  Falte yon Legierung Nr. 26 
und 56 besteht  kein Unterschied im Aufbau zwischen getemperten ProberL 
einerseits und den nach Schmelzen abgeschreckten andrerseits; bei den 
restlichen Proben ist lediglich alas Mengenverh~ltnis der be~eiligten 

13 C . F .  Powell in I .  E.  Campbell, High Temperature Technology. New 
York: J. Wiley and Sons, Inc.; London: Chapman and Hall, Lim. 1956. 
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Kristallarten etwas verschoben. Demnaeh reichen wegen der stark 
exothermen Bildung der Boride bzw. Silizide bereits die niedrigen Sinter- 
temperaturen fiir eine weitgehende Gleiehgewiehtseinstellung aus. Die 
Zusammensetzung einiger Legierungen wurden zudem analytiseh kon- 
trolliert. 

Der Aufbau des Dreistoffsystems ist dureh das Auftreten einer 
tern~ren Kristallart  im Teilbereich Mo-MoSi2-MoB 2 (Mo~Bs) gekenn- 
zeiehnet. Die tern~tre Phase mit der Idealformel ,,Mos(Si,/B~/~)3" steht 
im Gleiehgewieht mit  Mo-MK, M%Si, MosSi~-MK(T1), Mo~B- und 
MoB-MK; sic besitzt die yon uns im Gebiet yon MaXa-Phasen mehrfaeh 
aufgefundene, neu ermittelte T2-S t ruk tu r  14. I)er T2-Typ  wurde bisher, 
bei reinem NbsSi3, TarSi3, ~x-T.a~Ge a beobaehtet 15 und die Isotypie yon 
CrsB 3 mit  der T2 -S t ruk tu r  wahrseheinlieh gemacht ~6. Die tern/~re 
Kristallart  Mo-Si-B stellt daher ein l').bergangsglied zwischen den Siliziden 
und Boriden der  hoet~ehmelzenden [Jbergangsmetalie dar 1~. Dag ein 
teilweiser Austauseh yon Silizium durch Bor in dieser Klasse yon Ver- 
bindungen erfolgen kann, war bereits dureh die vorausgegangene Arbeit a 
gezeigt worden. In  ganz analoger Weise drfiekt sieh n/~mlieh die Aus- 
tausehbarkeit  yon Sitizium and Bor in der Bildung der Misehphase yon 
Mos(Si, B)a im T 1-Typ, abet aueh in geringem Umfange bei anderen 
im Mo-Si-B-System beteiligten Phasen aus. Bemerkenswerterweise 16st 
sieh etwas Bor in festem Silizium unter Gitterkontraktion (siehe welter 
unten). 

Die  t e r n / i r e n  P h a s e n  Mos(Si  , B)a u n d  Ws(Si  , B), m i t  T 2 - S t r u k t u r  

Die Legierungen Nr. 10, 11, 49, 50, 60 und 6i enthalten als Haupt-  
anteil die tern/~re Xristallart  Mos(Si , B)a , wobei insbesondere in Probe 
Nr. 10 neben rSntgenographiseh gerade noch feststellbaren Anteilen an 
MoaSi praktiseh nur die tern/~re Kristal lart  vorliegt. D~s Gefiigebild 
(Abb. 2) best~itigt diesen Befund; auBer der Matrix Mos(Sil/3B../,)3 mit  
einer Mikroh~rte yon fund 1670 kg/mm 2 (50 g Belastung) erkennt man 
nut  noeh wenige Mo3Si-KristMlite , die eine merklieh geringere Mikro- 
h/irte aufweisen. Die Mikrohgrte der ternS~ren Kristallart  liegt, wie zu 
erwarten, hSher als jene der reinen Molybd~n-Silizide, scheint abet 
aueh diejenige der reinen Molybd~n-Boride zu iibertreffen, da R.  Kie]]er, 

~4 E. Parthd, B.  L u x  und H.  Nowotny,  Mh. Chem. 86, 859 (1955). 
~5 Verbindungen dieser Forme| kSnne~l aueh als T 1- oder D 8s-Ty p auf- 

treten bzw. dureh Einbau geringer Mengen an kleinen MetM'Loidell stabilisiert 
werden. 

16 H. Nowotny,  A .  W. ~b'earcy und J.  E.  Orr, J. Physic. Chem. 60, 677 
(1956). 

17 :Dieses Ergebnis wurde tmabhfingig yon B.  Aronsson gefunden; Herrn 
Dr. B.  Aronsson danken wir bestens ffir seine briefliche ~[itteilung. 
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F. Benesovsky und E. R. Honak is fiir die h~rteste Phase Mo2B einen 
Wert yon 1660 kg/mm 2 (100 g Belastung) angeben. Desgleichen ist in 

Abb. 2. Geftige einer i~fo-Si-B-Legierung mat 64,3 At.-% bfo, 14,3 At.-% Si und  21,4 At.-% B. 
MosSi-Kristalle in der Matrix yon T2; 500fach 

Abb. 3 (Gefiige der Legierung Nr. 50) die T 2-Phase als Prim~rkristallart 
in fiberwiegender Menge neben dem Eutekt ikum T 2 § M%B zu sehen. 

Abb. 3. Geftige einer )Io-Si-B-Legierung mit  65 At.-% Mo, 7 At.-% Si und  28 At . -% B; 450fach 

Die tern~re Phase besitzt einen homogenen Bereich, der sieh auf Grund 
der Gitterabmessungen mehr in Richtung auf einen wechselnden Gehalt, 

is R. Kie]]er, F. Benesovsky und E . R .  Honak, Z. anorg. Chem. 268, 
191 (1952). 
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Metall einerseits und Si ~- B andrerseits, als auf ein variables Verh~ltnis 
Si l iz ium:Bor  erstreckt. Als Gitterkonstanten wurden in Legierung 
~r .  10 die Werte a = 6 , 0 0 1 k X E  und c = 1 1 , 0 1 k X E  ermittelt. 
Das Diagramm gleicht beziiglich der Intensit~ten praktisch vollkommen 
einer Aufnahme der T2-St ruktur  yon NbsSi s bzw. ~-TasG %. Der 
Intensit~tsberechnung wurden die Parameter x)f o = 0,160, zMo = 0,143 
und x~ ~ 0,375 zugrunde gelegt (Tabelle 2), wobei sich der Wert yon 
Z~o -~ 0,143 aus einer Parametervariation ergab; dadurch 1leBen sich 
vor allem beobachtete und berechnete Intensit~t des ehldeutig fest- 

Abb. 4. Gefiige einer 5fo-Si-B-Legierung mit  59,6 At.-% 5[o, 35,4 At.-% Si und  5,0 At . -% B; 
450f~ch 

stellbaren Reflexes (215) in Ubereinstimmung bringen. Interessant ist 
hier die grunds~zlich m5gliche Aufteilung der Bor- und Siliziumatome 
auf zwei versehiedene Punktlagen, und zwar auf 8 h) und 4 a), entsprechend 
einer Idealformel MosB2Si. Der Fall einer solchen Teilordnung wurde 
berechnet und der statistischen Verteilung gegenfibergestellt; eine Ent-  
scheidung l~Bt sich jedoch auf diese Weise kaum herbefffihren. 

Wegen der kristallchemischen ~hnlichkeit yon Molybd~n und 
Wolfram untersuchten wit in dem entsprechenden Konzentrations- 
bereich einige W-Si-B-Legierungen~ die nach dem gleichen Verfahren 
wie die analogen Mo-Si-B-Proben hergesteUt wurden. Es konn~e 
dadurch das Bestehen der ~nalogen Phase nachgewiesen werden; die 
Auswertung eines RSntgenogrammes einer fast homogenen Probe mit  
58 At.-% W, 27 At.-~o B und 25 At.-% Si ist in Tabelle 2 mit aufge- 
nommen (a = 6,035 ; c = 10,97 k X E). W~hrend das Verh~lt, nis Si : B 
bei der tern~ren Mo-Si-B-Phase mehr bei 1 : 2 zu liegen kommt, scheint 
im Falle W-Si-B die Zusammensetzung dutch Ws(Si~/~B~/~). ~ besser 
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wiedergegeben zu sein. Dies ist im lt inbliek auf die Stabilit~tsverhiiltnisse 
der MsXa-Phasen interessant, wie dies in einer Tabelle der Arbeit E.  Parthd, 
B. Lux und H. Nowotny 14 angegeben wurde. Der T2 -Typ  ist bisher 
bei den reinen Siliziden und Germaniden der 5 a- Gruppe gefunden worden. 
In  der 6 a-Gruppe existiert offensichtlich eine Systematik in der Reihen- 
folge : CrsBa-Mos(B~/3Sil/~)3-Ws(B,/2Sil/2)a, wobei eine Stubilisierung der T 2- 
Struktur  bei Wolfram mit  mehr Silizium als beim Molybd~n erfolgt. 
Beim Chrom gibt es blol3 das reine Borid. Die M6glichkeit einer Aufnahme 
von Silizium in dieses Chrombromid sollte deshalb eingehend geprfift 
werden. Man wird annehmen miissen, dab in der 5a -Gruppe  das 
Vanadin-Silizid (T2) ebenfalls durch Bor stabilisiert wird. 

Wie bereits frfiher festgestellt, n immt die T1-Phase  M%Si 3 Bor 
unter Verkleinerung der Zelle auf. Bei 1600 ~ C ist die LSslichkeit etwas 
geringer als 5 At.- ~ B ; die Git terkonstanten liegen ffir diesen T 1-Misch- 
kristall bei a ~ 9,62 und c ~ 4,87 k X E. Des Geffige (Abb. 4) der 
Legierung Nr. 23 l~13t neben der Matrix yon T 1 etwas MoB erkennen. 
Eine nennenswerte LSslichkeit von Bor in MoSi~ konnte auf rSntgeno- 
graphischem Wege nicht ge~unden werden; aueh weist eine Probe, in 
der gem~13 Ansatz 10 At . -% S i i m  3]IoSi 2 dureh Bor ersetzt werden sollte, 
eindeutig heterogenen Charakter auf. tIingegen sei in diesem Zusammen- 
hang vorweggenommen, dab Aluminium nieht nur yon MoSi 2 aufge- 
nommen wird, sondern auch die terngre KristaUart ~o(Si,  A1)2 mit  
C 40-Typ stabilisiert1% Eine geringffigige, an den Git terparametern 
noeh merkbare LSslichkeit von Sflizium in MoeB und ~-MoB wird be- 
obachtet ;  der Einbau yon Silizium erfolgt unter Zunahme der a- und 
c-Achsen. Insbesondere ist die Anderung des Verhgltnisses c/a bei 
a-MoB an den Reflexen (217) und (10.13) in Cr-Aufnahmen gut erkenn- 
bar. Die KristaU~rten ~-MoB und MoaBu sind oberhalb 1600 ~ C bestgn- 
dig ~~ sollen daher im isothermen Schnitt (1600 ~ nieht auftreten. I m  
Einklang damit  steht der Befund, dab eine Mo-B-Legierung mit  40 At . -% 
B selbst nach Absehreeken in der Hauptsaehe M%B und MoB enthglt;  
lediglich wenige schwaehe Linien des R/intgenograrnms weisen auf das 
Vorhandensein einer weiteren Phase (M%B2) hin. fi-MoB lgl3t sieh dutch 
Abschreeken stabilisieren und geht nach Tempern zweiphasig in die 
Tieftemperaturform co-MoB fiber. Die CrB-Struktur konnten wir be- 
stgtigen, wobei sich die yon uns ermiftelten Gitterkonstanten nur wenig 
yon den bisher angegebenen Werten unterseheiden (a = 3,12, b = 8,50 
und c = 3,10~ k X E). In  MoB 2 seheint Silizium unter VergrSBerung 
der Git terparameter  ein wenig 15slich zu sein; allerdings ist dessen Ab- 
hgngigkeit yon der Konzentrat ion in den homogenen Bereichen des 
I~andsystems Mo-B selbst nieht genau bekannt.  

19 Unver6ffentliehte Untersuehungen im Teilsystem: MoSi~-Si-AI. 
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Da die Temperatur des hier untersuchten Sehnittes etwa mit der 
eutektoiden Reaktion MoB~ -~ Mo2B 5 + MoB zusammenfiillt, t r i t t  in 
den Legierungen einerseits MoB 2 und andrerseits die Phase Mo2B 5 auf. 
Aus der Tatsache, dab die borreiehen Proben meist MoBl, die sflizium- 
reichen Legierungen bevorzugt Mo2B 5 im Gleichgewicht enthielten, 
kann man, wenn es sich nieht um Temperatursehwankungen handelt, 
a, uf eine erhShte Stabilit~t des M%(B, Si)s-Misehkristalls sehliel3en. 

Zweifelsfrei ermitteln l~l~t sieh das Zustandsfeld MoB2(Mo2B~)4- 
+ MoSi~ -}- Si, wogegen die Ergebnisse im Teilbereieh MoB2(Mo2B~)-B-Si 

Abb. 5. Geffige ei~xer Si-B-Probe mi t  95 At . -% B und 5 At . -% Si; 1201ach 

noch nicht in allen Einzelheiten gesiehert sind. Der Grund hierfiir liegt 
in der ungeniigenden Kenntnis der borreichen Seite des gandsystems 
B-Si selbst. Die im Kroll-Ofen niedergesehmolzenen Bor-Silizium-Proben 
sowie borreiehe Dreistoffiegierungen wurden nicht naehtri~glich gegliiht. 
Ein anderer Tell der in diesem Gebiet zur Untersuehung gela.ngenden 
Legierungen wurde durch HeiBpressen gewonnen, doeh dtirften hier 
bereits die Verunreinigungen im Bor yon stSrendem Einflul~ sein. Im 
Randsystem B-Si sowie im gesamten Bereich MoB~ bzw. Mo2Bs-B-Si tr i t t  
bis nahe gegen 90 At.- % B stets Silizium auf. So enthglt eine Schmelz- 
probe, die laut Ansatz aus 80 At.-~o B und 20 At.-~o 8i besteht, noch 
gut nachweisbares Silizium mit einer Gitterkonstanten a,~ = 5,395. 
Aus diesem gegeniiber jenem fiir geinsilizium (5,42 k X E) merklich ver- 
schiedene~ Wert geht die L6slichkeit yon Bor in festem Silizium hervor. 
Im RSntgenogramm zeigt sioh dabei neben den Si-MK-Interferenzen 
ein Linienmuster, das bei der mit 95 At.-%/o B angesetzten B-Si-Legierung fast 
rein vorliegt. Naehdem das Streuverm6gen des Siliziums betrEehtlich 
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und dieses bei 95 At.-~ B auftretende Diagramm weder mit  einer der 
beiden bekannten Bormodifikationen zu identifizieren ist, liegt die 
Ann~hme ffir das Bestehen eines borreiehen Silicoborides (SiB~, n ~ 10) 
nahe. Der Regulus einer derartigen Probe, deren Schmp. bei etwa 2000 ~ C 
liegt, hat  metallisehen Charakter;  das  Geffige (Abb. 5) maeht  in der 
Hauptsache einen homogen, grobkristallinen Eindruck. Bezfiglich der 
Erprobung solcher spezifiseh aul]erordentlieh leiehten KSrper als hoeh- 
warm- und zunderfeste Cermets sei auf die oben zitierte Stelle ver- 
wiesen 7. 

Es fehlt aber nicht nur der Ansehlul] yon dieser Kristal lart  SiB~ 
nach dem reinen Bor, sondern auch die Identifizierung yon weiteren 
Kristallarten, woven eine sehr feinkristallin, eine andere rel~tiv grob- 
kristallin ist. Ob es sich hierbei um andere Bormodifikationen bzw. 
noch borreichere Boride oder um Phasen handelt, die dureh die An- 
wesenheit yon Verunreinigungen bedingt sind, kSnnen nur Versuche 
mit ganz reinem Bor erweisen. 

Die Phasenfelder~ufteilung im System W-Si-B bei etwa 1700~ 
unterscheidet sich insoferne, als die tern/~re T2-Phase nicht mit Wolfram 
bzw. W-MK, sondern mit W~B -k T 1 im Gleichgewieht steht. 

D e r  q u a s i b i n / ~ r e  S c h n i t t :  V S i 2 - T a S i  2 

Als Naehtrag zu einer ausffil~'liehen Arbeit fiber Disikizidsysteme 
seien nachstehend die Daten ftir den quasibin~ren Sehnitt VSi2-TaSi 2 

~81 -Jf, s 
: / x ~ f  

~71 , x / • 2 1 5  ~" 1 $2 

Abb. 6. Quasibin~rer Schmtt: VBi2-TaSi~ 

~ngeffihrt, welche das Bestehen eines liickenlosen ~]berganges zwischen 
diesen isotypen Disiliziden (C 40-Struktur) beweisen. Die Achsenl/~ngen 
der Elementarzelle nehmen yon VSi 2 naeh TaSi2 ziemlich gleichm/~Big 
zu (Abb. 6). Proben mit  20, 40, 60 und 80 Mol.-% TaSi 2 wurden aus 
Pulvern von VSi 2 und TaSi 2 im Kroll-Ofen niedergeschmolzen; doeh 
waren die dabei erhaltenen I~eguli noch nicht im Gleichgewieht. Das 
VSi2-Gitter hat te  zwar bereits TaSi 2 in fester L6sung aufgeno~nmen, 
die diffuse RSntgenstreuung wies aber auf einen unstabilen Zustand bin. 
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Daneben erkannte man noch unveritndertes TaSi 2. Nach 12stiind. 
Gliihung dieser Proben oberhalb 1300~ erhielten wir jeweils einen 
homogenen Zustand, der sich durch scharfe Intefferenzen auszeichnete. 
Ob bei tiefen Temperaturen eine Mischungsliicke besteht, wurde nicht 
gepriift. Die ramnchemische Bedingung fiir die Bildung einer liicken- 
losen Mischreihe ist giinstig. 

Den Herren Direktor Dr. R. Kie//er und Dr. F. Benesovsky danken 
wit bestens fiir die wertvolle Unterstfitzung, welche sie der Arbei~ an- 
gedeihen lieBen. 


